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シリコン量子ドットの電荷ノイズの理解を深めることはシリコンスピン量子ビットの操作精度

向上に繋がる重要課題である[1]。これまで電荷ノイズが量子ビットに与える影響は、単一量子ド

ットのポテンシャル揺らぎを評価することで盛んに議論されてきた[2]。それと比べ、二重量子ド

ット間のエネルギー差を表す“デチューニング”をはじめとした、ドット間相関をもつ電荷ノイ

ズの定量評価とそれが量子ビットに与える影響[3]は、まだ実験的な理解が進んでいない。 

本研究では n-MOS 型シリコン量子ドットのデチューニングノイズを極低温環境下で測定した。

量子ドットの電荷ノイズを評価する際、典型的にはドットの総電子数が変化する電荷遷移線上の

測定点（Fig.1 の▲）が用いられる。それに対し、本研究ではドット間の電子数配置が変化する電

荷遷移線上の点（Fig.1 の★）において電荷ノイズを評価することで、二重量子ドット間のデチュ

ーニングノイズを評価した。その結果、1 Hz における振幅が数	µeV/√Hz程度の 1/f スペクトルを

観測した（Fig.2）。講演では、このノイズの温度依存性等についても議論する予定である。 
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Fig. 1 The schematic of the (A) potential and (B) 
detuning noise in the potential landscape of a double 
quantum dot. The inset shows the measurement 
points of each noise in the charge stability diagram. 

Fig. 2 The amplitude spectral density of the 
detuning noise. We can find that the spectral density 
follows a 1/𝑓 law in the low frequency range. 
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